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(57) Abstract: The invention relates to a method of subdividing a wafer (10) which comprises a plurality of individual circuit struc- 
tures (12a, 12b). A trench (14) is defined between at least two circuit structures (12a, 12b) on one face of the wafer. Said trench 
is then deepened down to a defined depth. A releasable intermediate support is fixed on the one face of the wafer. Said releasable 
intermediate support consists of a fixed intermediate support substrate and an adhesive medium that is applied on said intermediate 
support substrate and that can be specifically modified in terms of its adhesive strength. The wafer is then dry-etched from the op- 
posite face so that circuit chips are obtained that are linked with one another only via the intermediate support. Said circuit chips are 
j subsequently removed from the intermediate support. The inventive method substantially reduces mechanical damages that might 

^ occur when the circuit chips are detached, thereby allowing the production of circuit chips with a thickness of less than 50 p,m that 

^ are mechanically substantially undamaged. 



00 (57) ZusammenfassuDg: Bei einem Verfahren zum Vereinzeln eines Wafers (10), der eine Mehrzahl von einzelnen Schaltungs- 

strukcuren (12a, 12b) aufweist, wird zunSchst ein Graben (14) zwischen zumindest zwei Schaltungsstrukturen (12a, 12b) auf einer 
S Seite des Wafers definiert. Anschliessend wird der Graben bis zu einer bestimmten Tiefe ausgefuhrt. Hierauf wird ein wieder Ids- 

barer ZwischentrSger, der aus einem festen ZwischentrSgersubstrat und einem auf diesem aufgebrachten, in seiner Haftkraft gezielt 
2 veranderbaren Haftmedium besteht, an der einen Seite des Wafers befestigt, um dann den Wafer von der anderen Seite aus trockenzu- 

atzen, so dass Schaltungschips erhalten werden, die nur noch iiber den Zwischentrager raiteinander verbunden sind. Anschliessend 
^ werden die Schaltungschips von dem Zwischentrager entfemt. Durch dieses Verfahren werden mechanische Beeintrachtigungen 

beim Vereinzeln der Schaltungschips wesentlich reduzien, was zum einen die Herstellung von unier 50 Jim dicken Schaltungschips 
^ ermogUcht, und was zum anderen zu mechanisch im wesentlichen integren Schaltungschips fuhrt. 
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— yor Ablauf der fiir Anderungen der Anspruche geltenden 
Frist; VerqffentHchung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintrefjen. 



Zur Eridarung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
Ab/airzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder reguldren Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 
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Verf ahren zum Vereinzeln eines Wafers 



Beschreibuna 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die Herstellung 
von integrierten Schaltungen und insbesondere auf ein Ver- 
f ahren zum Vereinzeln eines Wafers, der eine Mehrzahl von 
einzelnen Schaltungsstrukturen aufweist, um sehr diinne 
Schaltungschips zu erhalten. 

In letzter Zeit entsteht immer mehr der Bedarf nach diinnen 
Chips einerseits und nach hoher Flexibilitat andererseits, 
um elektronische Schaltungschips in einer Vielzahl von An- 
wendungen einzusetzen. Die Forderung nach diinnen Schaltungs- 
chips ergibt sich einerseits aus inuner komplexeren elektro- 
nischen Systemen, die aus einzelnen fertig prozessierten und 
von verschiedenen Herstellern verfiigbaren Chips zusammenge- 
setzt sein sollen, und die gleichzeitig auch fiir Hochfre- 
quenz-Anwendungen tauglich sein sollen und zudem wenig Platz 
einnehmen sollen. Um den Preis des gesamten Systems gering 
zu halten, sollen solche Chips bzw. Module mit solchen Chips 
mittels liblicher preisgiinstiger Herstellungsverf ahren aufge- 
baut werden konnen. 

Eine wesentliche Anforderung besteht insbesondere darin, flir 
moglichst viele Anwendungen vorprozessierte Chips, die fer- 
tig erworben werden konnen, einsetzen zu konnen, um z. B. 
von einem einzelnen Chiphersteller unabhangig zu sein, oder 
aber um keine eigenen Chips entwickeln zu mlissen, was in 
vielen FSllen den Preis erhShen wiirde, sondern um sich le- 
diglich auf die Verschaltung der einzelnen Chipkomponenten 
konzentrieren zu konnen, wenn ein neues System entwickelt 
wird. So haben Untersucheungen gezeigt, daB beispielsweise 
bei einfachen Silizium-Schaltungschips bis zu 90% der Wert- 
schopfung des spateren Produkts im Bereich der Aufbau- und 
Verbindungstechnik liegen, aber nicht bei der Herstellung 
des Wafers, aus dem durch Vereinzeln die einzelnen Schal- 
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tungschips erhalten warden konnen. 

Somit muJ3 auf Vorprozessierte Wafer zuriickgegrif f en warden, 
um durch Vereinzeln die einzelnen Schaltungschips zu erhal- 
ten. 

Das U.S. -Patent Nr. 4,722,130 beschreibt ein Verfahren zum 
Herstellen von Halbleiterchips durch Vereinzeln eines Halb- 
leiterwaf ers . Hierzu wird ein gitterf ormiger Graben in die 
Vorderseite des Wafers eingebracht, woraufhin eine einsei- 
tige Nylon-Klebefolie auf die Vorderseite des Wafers, in der 
der Graben gebildet ist, aufgebracht wird. AnschlieBend wird 
die RUckseite des Tragers abgeschlif fen, um den Wafer bis 
zu einer bestiinmten Dicke abzudunnen, wobei die Dicke des 
abgedlinnten Wafers so gewShlt ist, daB die einzelnen, durch 
die Graben bereits festgelegten Schaltungschips liber relativ 
dlinne Verbindungsstege verbunden sind. Um die einzelnen 
durch Verbindungsstege verbundene Schaltungschips voneinan- 
der zu trennen, wird die Nylon-Klebefolie von einer Seite 
des Wafers aus abgezogen, was bewirkt, dai3 die Verbindungs- 
stege zwischen den Schaltungschips aufgrund der Zugwirkung 
beim Abziehen der Klebefolie springen. Wenn die Klebefolie 
abgezogen ist, hangen die vereinzelten Chips noch auf einer 
elastischen Tragerfolie auf der gegeniiberliegenden Seite des 
Chips, die vor dem Abziehen der Nylon-Klebefolie angebracht 
worden ist. Hierauf wird die elastische Klebefolie transver- 
sal auseinandergezogen, was bewirkt, dai3 die Zwischenraume 
zwischen den Schaltungschips aufgeweitet werden, was ohne 
weiteres moglich ist, da die Verbindungsstege bereits ge- 
sprungen sind. Dann konnen die einzelnen Schaltungschips 
abgenommen werden und an Ort und Stelle eingesetzt werden 
bzw. weiterverwendet werden. Derart produzierte Schaltungs- 
chips haben eine Dicke von etwa 160 fim, wobei von einem 
Standard-GaAs-Wafer ausgegangen wurde, der eine Dicke von 
630 iim hatte, bevor er durch Schleifen abgedunnt wurde. 

Nachteilig an diesem Verfahren ist, daJ3 keine sehr diinnen 
und damit auch sehr empf indlichen Chips erzeugt werden kon- 
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nen. Durch das mechanische Diinnen und durch das mechanische 
Vereinzeln der Chips durch Brechen der Verbindungsstege be- 
steht die Gefahr, daJ3 die einzelnen Chips mechanisch bescha- 
digt werden bzw. rauhe bzw. sogar eingerissene Kanten ha- 
ben. Solche Probleme sind bei 160 dicken Chips noch nicht 
sehr einschneidend, Sollen jedoch Chips mit einer Dicke 
kleiner als 50 und insbesondere mit einer Dicke von 20 jjm 
hergestellt werden, konnen solche Risse aufgrund der mecha- 
nischen Ruckseitenbearbeitung und des mechanischen Brechens 
der Erf indungsstege zu hohen Produktionsausf alien flihren, da 
aufgrund der sehr geringen Dicke ohne weiteres aktive Berei- 
che der Chips beeintrachtigt bzw. sogar zerstort werden kon- 
nen. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, einer- 
seits ein preisgiinstiges und andererseits ein dennoch zuver- 
lassiges Verfahren zum Vereinzeln eines Wafers zu schaffen, 
urn sehr dunnen Schaltungschips zu erhalten. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach Patent anspruch 1 
gelost . 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 
daB, urn sehr dlinne Schaltungschips zu erhalten, mechanische 
Effekte beim Vereinzeln des Wafers so weit als moglich eli- 
miniert werden miissen. Damit kann die Gefahr der Schadigung 
der einzelnen Schaltungschips aufgrund mechanischer Effekte 
stark verringert werden. Bei der Herstellung von sehr diinnen 
Schaltungschips muB bedacht werden, daB der aktive Bereich 
eines Schaltungschips sich bereits einige Mikrometer in das 
Halbleitermaterial hinein erstrecken kann. Wenn an diinne 
Schaltungschips mit einer Dicke in der GroBenordnung von 20 
fim gedacht wird, so verbleiben lediglich weniger als 20 pm 
als "Tragersubstrat" fur den aktiven Bereich des Schaltungs- 
chips. Erf indungsgemaB wird daher von dem Konzept des mecha- 
nischen Vereinzelns abgegangen, das beispielsweise durch 
Ritzen, Sagen oder Brechen von durch Graben definierten diin- 
nen Verbindungen, wie es im vorhergehenden ausgefiihrt worden 
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ist, erreicht wird, und es wird eine Vereinzelung mittels 
Trockenatzen von der Waf erriickseite durchgef uhrt . 

Erf indungsgemaJS wird ein Wafer, der eine Mehrzahl von Schal- 
tungsstrukturen aufweist, derart vereinzelt, dalJ zunachst 
ein Graben zwischen zumindest zwei Schaltungsstrukturen de- 
finiert wird. AnschlieBend wird der Graben bis zu einer be- 
stimmten Tiefe ausgefiihrt, Hierauf wird ein wieder losbarer 
Zwischentrager auf der Seite des Wafers befestigt, in der 
der Graben ausgefiihrt ist. Dann wird der Wafer von der ande- 
ren Seite aus einer Trockenatzung unterzogen, bis die GrSben 
freigelegt sind. Dadurch ist eine Vereinzelung erreicht, bei 
der keine mechanischen Belastungen auf die Schaltungschips 
ausgeiibt worden ist. 

Wenn, wie es besonders bevorzugt wird, auch der Graben nicht 
mechanisch sondern ebenfalls durch Trockenatzen gebildet 
wird, so wird bei der gesamten Vereinzelung des Wafers iiber- 
haupt keine mechanische Belastung auf die einzelnen Schal- 
tungschips ausgeiibt. Dies fuhrt dazu, dafi auch sehr dlinne 
Schaltungschips erzeugt werden konnen, ohne daB der AusschuB 
besonders ansteigt. 

GemaB einem bevorzugten Ausf iihrungsbeispiel wird der Wafer 
vor dem Trockenatzen der Riickseite beispielsweise mittels 
naBchemischem Atzen oder Schleifen vorgediinnt, wobei das 
Vordiinnen mittels mechanischer Mittel lediglich soweit aus- 
gefuhrt wird, daB nahezu ausgeschlossen werden kann, daB be- 
reits eine mechanische Beeintrachtigung des Materials aufge- 
treten ist, das schlieBlich die Schaltungschips bildet. 

Als Zwischentrager wird vorzugsweise eine zweiseitige Haft- 
folie verwendet, deren eine Seite an einem Waf ersubstrat 
klebt, und deren andere Seite mit dem zu vereinzelnden Wafer 
verbunden ist und eine variable Haftkraft hat, so daB nach 
dem Trockenatzen lediglich beispielsweise durch Erwarmen 
Oder durch Bestrahlen mit UV-Strahlung die Haftkraft dieser 
Seite der Klebefolie derart verringert werden kann, daB die 
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vereinzelten Schaltungschips ohne weiteres gelost werden 
konnen, um weiterverarbeitet zu werden. 

Selbst wenn der Graben durch schonende mechahische Verar- 
beitungsverf ahren ausgefiihrt wird, kann bereits aufgrund des 
Trockenatzens von der Ruckseite aus, um den Wafer zu verein- 
zeln, eine Mehrzahl von Schaltungschips mit relativ geringer 
AusschuBrate erzeugt werden. Solche Schaltungschips konnen 
eine Dicke haben, die kleiner als 50 ist und insbesondere 
bei 20 liegt und sogar auf bis zu 5 reduziert werden 
kann. 

Wenn jedoch, wie es bevorzugt wird, auch der Graben durch 
Trockenatzen, also sehr materialschonend, erzeugt wird, so 
ergeben sich noch einige weitere Vorteile, indem iiberhaupt 
keine mechanischen Belastungen auf die Bereiche des Wafers 
ausgeiibt werden, die schlieBlich die diinnen Schaltungschips 
ergeben . 

Generell ist das Ausfiihren des Grabens unter Veirwendung ei- 
ner Maske fiir das Atzen aufgrund der Tatsache, dai3 der Gra- 
ben nicht besonders tief zu sein braucht, da die Chips sehr 
dunn sind, relativ schnell, so daJ3 im Vergleich zum Sagen 
eines Wafers, das insbesondere bei kleinen Chips und Schei- 
ben mit einem Durchmesser von 20 bis 30 cm bis zu mehrere 
Stunden dauern kann, eine wesentliche Durchsatzerhohung er- 
reichbar ist. Dariiberhinaus passen ebenfalls im Vergleich 
zum sagen insbesondere bei kleinen Chips wesentlich mehr 
Chips auf einen Wafer, da SSgegraben im allgemeinen eine 
Dicke von etwa 100 um haben, wahrend fiir trockengeatzte 
Graben bis zu der angestrebten Tiefe, die in etwa der Dicke 
der Schaltungschips entsprechen wird, lediglich 10 iim beno- 
tigt werden. Insbesondere bei kleinen Chips kann die Chipan- 
zahl pro Wafer um bis zu 10 bis 15% gesteigert werden. 



Die Chips sind aufgrund der Atzbehandlung zumindest ihrer 
Riickseite und vorzugsweise auch ihrer Seitenkanten mecha- 
nisch integer, was besonders dann wichtig ist, wenn die 
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Chips gebogen werden miissen, wie es beispielsweise der Fall 
sein kann, wenn sie in elektronischen Etiketten eingesetzt 
werden miissen. 

Schliefllich sind insbesondere durch Trockenatzen des Grabens 
beliebige Chipformen inoglich, also nicht nur rechteckige 
Formen, wie es beim Sagen der Fall ist, was besonders fur 
Leistungshalbleiter entscheidend sein kann, da Chipecken 
eliminiert werden konnen^ welche ansonsten sehr hohe elek- 
trische Felder erzeugen. Schliefilich kann auch die Lage der 
Chips von hinten eindeutig identifiziert werden, was z. B. 
beim Die-Bonden und beim Erkennen von guten und schlechten 
Chips von groBem Vorteil sein wird. 

Bevorzugte Ausf iihrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung 
werden nachfolgend bezugnehmend auf die beiliegenden Zeich- 
nungen detailliert erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Wafer mit einer Mehrzahl 
von Schaltungschips, in dem ein Graben definiert 
ist; 

Fig. 2 eine Querschnittsansicht des Wafers von Fig. 1, in 
dem der Graben ausgefuhrt ist; 

Fig. 3 eine Ansicht des Wafers von Fig. 2, der an einem 
Zwischentrager befestigt ist; 

Fig. 4 eine Ansicht des Wafers von Fig- 3 nach dem Diinnen 
des Wafers unter Verwendung eines Trockenatzverf ah- 
rens ; und 

Fig. 5 die einzelnen Schaltungschips, nachdem sie vom Zwi- 
schentrager entfernt worden sind. 



Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf einen Ausschnitt eines Wa- 
fers 10, der eine Mehrzahl von fertig prozessiferten einzel- 
nen Schaltungsstrukturen 12a, 12b aufweist. Auf dem Wafer 10 
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ist bereits ein Graben 14 definiert. Das Definieren des Gra- 
bens kann beispielsweise im Falle des mechanischen Erzeugens 
des Grabens 14 durch Eingeben der Koordinaten fiir eine Sage- 
oder eine Ritzeinrichtung stattfinden, Im Falle des Erzeu- 
gens des Grabens 14 unter Verwendung eines Trockenatzverf ah- 
rens wird der Graben durch Aufbringen einer Lackmaske mit 
Seitenwandschutz durch Polymerabscheidung gebildet. Alterna- 
tiv kann die Atzmaske, die den Graben 14 definiert, auch als 
Si02-Maske ausgeflihrt sein* Zusammenf assend konnen samtliche 
Verfahren zum Bilden einer Atzmaske eingesetzt werden, urn 
den Graben 14 zu definieren. 



Fig. 2 zeigt eine Querschnittsdarstellung entlang der Linie 
A-A von Fig. 1 durch den Wafer 10, nachdem der Graben 14 bis 
zu einer bestimmten Tiefe d ausgefiihrt ist. Die vorbestimmte 
Dicke wird zumindest gleich der Zieldicke des herzustellen- 
den Schaltungschips gewahlt, so daB die Schaltungschips spa- 
ter ohne mechanische Einwirkungen vereinzelt werden konnen. 

Wird beispielsweise der Proze/i mit Polymerabscheidung ein- 
gesetzt, so kann als Atzgas SFg und als Polymerschutz CHF3 
und C2Fg eingesetzt werden. NShere Einzelheiten zu diesem 
verfahren sind in der DE 4241045 offenbart. 



wird ein ProzeB mit einer Si02-Maske eingesetzt, so kann als 
Atzgas ein Gemisch aus HBr, CI2, O2 und He eingesetzt wer- 
den. Darliberhinaus konnen samtliche anderen bekannten 
Trockenatzverf ahren eingesetzt werden. Das TrockenStzen all- 
gemein hat den wesentlichen Vorteil, daJ3 die Rander der 
Schaltungschips im Gegensatz zu einer mechanischen Ausflih- 
rung des Grabens nicht mechanisch beansprucht werden und so- 
mit stabil sind. 

Fig. 3 zeigt den mit dem Graben 14 versehenen Schaltungschip 
10, nachdem er an einem Zwischentrager befestigt ist, der 
sich aus einem Substratwaf er 16a und aus einem Haftmedium 
16b zusammensetzen kann. Als Haftmedium 16b wird vorzugs- 
weise eine beidseitig haftende Klebefolie eingesetzt, deren 
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eine Seite eine spezielle Beschichtung hat, die nach Erwar- 
mung auf beispielsweise 90 bis 140 ""C ihre Haftkraft ver- 
liert. Die andere Seite hat dabei keine variierende Haft- 
kraft, Die TrSgerfolie wird derart angebracht, da/3 die Seite 
mit der nicht-variierenden Haftkraft mit dem Wafertrager 16a 
verbunden ist, wahrend die Seite mit variierender Haftkraft 
rait dem Halbleiterwaf er 10 verbunden wird, wie es in Fig. 3 
gezeigt ist. Eine wesentliche Eigenschaft des Zwischentra- 
gers 16a, 16b besteht darin, daB die Klebeverbindung mit dem 
Wafer 10 wieder gelost werden kann. Ferner ist eine vollfla- 
chige lunkerfreie Verbindung von Vorteil. 

Alternative Mater ialien fiir das Haftmedium 16b sind Thermo- 
plastmaterialien oder Klebefolien, deren Haftkraft nicht 
durch Warme, sondern durch UV-Licht variierbar ist. Falls 
UV-lichtempf indliche Folien eingesetzt werden, so muB das 
Tragersubstrat 16a transparent sein. In diesem Falle kann 
als Tragersubstrat ein Glaswafer zum Einsatz kommen. 

Nach dem Aufkleben des Wafers 10 an dem Zwischentrager 16a, 
16b wird der Wafer, wie es in Fig. 4 gezeigt ist, von der 
Riickseite her gediinnt. Falls der Ausgangswafer 10 bereits 
relativ diinn ist, so dUrfte es ausreichend sein, dafl ledig- 
lich ein Trockenatzverf ahren eingesetzt wird, um die einzel- 
nen Schaitungschips voneinander zu trennen, d. h. um die 
Riickseite mindestens bis zum Graben zu entfernen, Liegt je- 
doch ein dicker Wafer beispielsweise mit einer Dicke von 700 
ptm vor, was fiir kaufliche Wafer ein typischer Wert ist, so 
wird es bevorzugt, vor dem abschlielienden Trockenatzschritt 
zum Vereinzeln der Schaitungschips ein schnelleres Verfahren 
einzusetzen, wie z. B. mechanisches Schleifen, Naflatzen oder 
ahnliches. Ein Verfahren, das sich als vorteilhaft herausge- 
stellt hat, ist das sogenannten Spin-Atzen. Hier liegt der 
Wafer auf einem rotierenden Teller, wahrend von oben das 
Atzmedium auf die Scheibe flieflt und von dort abgeschleudert 
wird. 



Ist der Wafer dann auf eine vorbestimmte Dicke vorgediinnt. 
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so verbleibt der letzte Schritt des Vereinzelns dem Trocken- 
atzverf ahren. Hierzu wird es bevorzugt, das Atzgasgemisch 
CI2 und CF4 Oder als alleiniges Atzgas SFg einzusetzen. Es 
sei angemerkt, daJ3 generell zum Atzen von Silizium eine 
Chlor- und Fluor-Chemie gut geeignet ist. Das Atzgas NF3 ist 
ebenfalls sehr wirksam, hat jedoch derzeit noch einen rela- 
tiv hohen Preis und wird daher derzeit weniger bevorzugt, 

Wie es in Fig. 4 gezeigt ist, sind nun einzelne Schaltungs- 
chips 18, 20, 22 und 24 entstanden, welche nicht mehr mit- 
einander in Verbindung stehen sondern lediglich durch das 
Haftmedium 16b gehalten werden. Im Falle einer Verwendung 
der zweiseitig klebende Folie mit einer Seite mit variabler 
Haftkraft kSnnen die einzelnen Schaltungschips 18, 20, 22, 
24 nun ohne weiteres durch Verandern der Haftkraft entfernt 
werden, um dann, wie es in Fig. 5 gezeigt ist, vollig unabh- 
angig voneinder vorzuliegen, um dann von einer Bestiickungs- 
maschine oder einer ahnlichen Vorrichtung auf genommen zu 
werden, um an ihrem letztendlichen Bestimmungsort unterge- 
bracht zu werden. 

Es sei darauf hingewiesen, daJ3 dieses Verfahren nicht nur 
fiir Siliziumwafer geeignet ist, sondern auch flir GaAs-Wafer, 
welche aufgrund ihrer Sprodigkeit mechanisch besonders an- 
fallig sind, sowie fur andere III-V-Halbleiter . Selbstver- 
standlich werden fiir andere Halbleitermaterialien als Sili- 
zium auch andere Atzgase als die genannten eingesetzt. 

Die vereinzelten dUnnen Schaltungschips 18, 20, 22, 24 kon- 
nen in elektronischen Bauteilen und Systemen eingesetzt wer- 
den, welche einen extrem geringen Volumenbedarf erfordern, 
wie z. B. in mobilen Telekommunikationssystemen oder in me- 
dizinischen Uberwachungs- und Hilf ssystemen, wie Horgeraten, 
Herzschrittmachern, am Korper getragenen Uberwachungs- und 
Diagnosegeraten , usw . 

Andere Einsatzmoglichkeiten sind elektronische Bauteile, 
welche fur eine elektrische Signalubertragung optimiert 
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sind, wie 2. B. Hochf requenzbauelemente • 

SchlieBlich konnen die erf indungsgemSJ} vereinzelten diinnen 
Schaltungschips zu Schaltungsmodulen kombiniert warden, wel- 
che Einzelkomponenten aus unterschiedlichen Grundmaterialien 
umfassen, oder bei denen Chips aus unterschiedlichen Ferti- 
gungstechnologien zusammengesetzt sind, Superdunne Schal- 
tungschips konnen besonders bei Systemen aus Speicher-Chips , 
Logik-Chips , Sensorbauelementen , Chipkarten-Chips , Lei- 
stungsbauelementen oder Hochf requenzubertragungschips 
(Transponder) zum Einsatz kommen. 

Erf indungsgemSB erzeugte diinne Schaltungschips tragen auf- 
grund ihrer sehr geringen Diinne nur als diinner Film zum ge- 
samten Bauelementevolumen bei. Ein komplettes Chipsystem, 
das beispielsweise aus einem normalen Chip und einem super- 
dlinnen Chip besteht, ist letztendlich nicht wesentlich 
groJier als ein ublicher integrierter Schaltkreis, 

Aufgrund der geringen Dicke der vereinzelten Schaltungschips 
konnen nun auch Oberf ISchenbearbeitungstechniken zur Kontak- 
tierung und Verdrahtung einzelner Chips in einem Multi- 
Chip-Modul unter Verwendung ublicher Techniken eingesetzt 
werden, die plane bzw. nahezu plane Oberflachen erfordern, 

SchlieBlich konnen mit dem erf indungsgemai3en Verfahren nicht 
nur speziell hergestellte bzw. vorbearbeitete Schaltungswa- 
fer vereinzelt werden, sondern samtliche Wafer, welche fer- 
tigprozessiert von beliebigen Herstellern eini/orben werden 
konnen . 
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Patentansprliche 



1. Verfahren zum Vereinzeln eines Wafers (10), der eine 
Mehrzahl von Schaltungsstrukturen (12a, 12b) aufweist, 
mit folgenden Schritten: 

Definieren eines Grabens (14) zwischen zumindest zwei 
Schaltungsstrukturen {12a, 12b) auf einer Seite des Wa- 
fers (10); 

Ausflihren des Grabens (14) bis zu einer bestimmten Tie- 



Befestigen eines wieder losbaren Zwischentragers (16a, 
16b), der aus einem festen Zwischentragersubstrat und 
einem auf diesem auf gebrachten, in seiner Haftkraft 
gezielt veranderbaren Haftmedium besteht, an der einen 
Seite des Wafers (10); 

TrockenStzen des an dem ZwischentrSger (16a, 16b) befe- 
stigten Wafer von der anderen Seite aus, urn Schaltungs- 
chips (18, 20, 22, 24) zu erhalten, die durch den Zvi- 
schentrager (16a, 16b) gehalten werden; und 

Entfernen der Schaltungschips (18, 20, 22, 24) von dem 
Zwischentrager (16a, 16b) durch Reduktion der Haftkraft 
des Haftmediums, 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Schritt des Aus- 
fiihrens des Grabens (14) das Trocken^tzen der Seite des 
Wafers, auf der der Graben definiert ist, aufweist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Schritt 
des Trockenatzens der anderen Seite des Wafers (10) so 
lange ausgefiihrt wird, bis die Schaltungschips eine 
Dicke haben, die kleiner als 50 ist und vorzugsweise 
20 jjm betragt. 



fe (d); 
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4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 

bei dem das Ausfuhren des Grabens derart durchgefuhrt 
wird, daB eine vorbestimmte Tiefe erreicht ist, die 
gleich einer Ziel-Chipdicke ist; und 

bei dem der Schritt des Trockenatzens der anderen Seite 
des Wafers so lange ausgefiihrt wird, bis der Graben im 
wesentlichen erreicht ist. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprviche, 

bei dem vor dem Schritt des TrockenStzens der anderen 
Seite des Wafers (10) ein Schritt des Vordunnens aus- 
gefiihrt wird, derart, dafl die Schaltungschips noch iiber 
den Graben (14) hinweg miteinander verbunden sind und 
die Dicke dieser Verbindung einen bestimmten Wert hat. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem der Schritt des Vor- 
diinnens das Schleifen, das naiSchemische Atzen oder eine 
Kombination derselben aufweist. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei 
dem der Schritt des Befestigens an einen Zwischentrager 
(16a, 16) die Verwendung eines Haftmediums (16b) mit 
variabler Haftkraft aufweist. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem das Haftmedium (16b) 
eine beidseitig haftende Klebefolie ist, wobei die Sei- 
te der Haftfolie, die an der einen Seite befestigt ist, 
die variable Haftkraft aufweist. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, bei dem das Haftme- 
dium (16b) derart beschaffen ist, daJ3 die Haftkraft 
durch Erwarmen reduziert wird; und 



bei dem der Schritt des Entfernens folgenden Schritt 
aufweist: 
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Erwarmen des Zwischentragers (16a, 16b), bis die Schal- 
tungschips von dem Zwischentrager gelost werden konnen. 

10. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, bei dem das Haftme- 
dium derart beschaffen ist, daJ3 die Haftkraft durch Be- 
strahlung mit UV-Licht reduziert wird; 

bei dem der Zwischentrager einen Glaswafer (16a) auf- 
weist; und 

bei dem der Schritt des Entfernens folgenden Schritt 
auf weist : 

Einstrahlen von UV-Licht durch den Glaswafer (16a) auf 
das Haftmedium (16b), bis die Schaltungschips (18, 20, 
22, 24) von dem Zwischentrager gelost werden konnen. 

11. Verfahren nach einem der Ansprliche 2 bis 9, bei dem im 
Schritt des Definierens des Grabens ein Graben mit zu- 
mindest einem runden Abschnitt definiert wird. 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, bei 
dem der Wafer aus Si, GaAs oder einem anderen III-V- 
Halbleiter besteht, 

13. Verfahren nach einem der AnsprUche 2 bis 12, bei dem 
der Schritt des Definierens das Aufbringen einer Si02- 
Maske Oder einer Lackmaske mit Seitenwandschutz durch 
Polymerabscheidung auf weist. 
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